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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
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【公表日】令和3年2月15日(2021.2.15)
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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  39/22     (2006.01)
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   Ｈ０１Ｌ  21/768    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/522    (2006.01)
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   Ｇ０６Ｆ   7/38     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   39/22     　　　Ａ
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   Ｇ０６Ｆ    7/38     ５１０　
   Ｈ０１Ｌ   29/06     ６０１Ｑ

【手続補正書】
【提出日】令和2年12月24日(2020.12.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容量結合デバイス（超電導Ｃカプラ）であって、
　基板の後面から、前記基板の前面の製造平面に対して実質的に直角に基板内に延び、前
記基板の厚さよりも浅い前記基板内の１つの深さまで達するトレンチと、
　前記トレンチの中にバイア層として堆積させた超電導材料と
　を備え、前記トレンチの中の前記バイア層の表面間の空間が前記後面からアクセス可能
なままであり、前記容量結合デバイス（超電導Ｃカプラ）がさらに、
　前記前面の超電導パッドであり、前記前面に製造された量子論理回路要素と結合する前
記超電導パッドと、
　前記後面の前記バイア層の延長部分であり、前記後面に製造された量子読出し回路要素
に結合する前記延長部分と
　を備える容量結合デバイス（超電導Ｃカプラ）。
【請求項２】
　前記バイア層の前記表面間の前記空間に前記後面から充填された誘電体材料
　をさらに備える、請求項１に記載の超電導Ｃカプラ。
【請求項３】
　前記誘電体材料が酸化シリコン（ＳｉＯ２）である、請求項２に記載の超電導Ｃカプラ
。
【請求項４】
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　前記誘電体材料が除去され、前記空間が空気によって占められるように、前記誘電体材
料がエッチングされた、
　請求項２に記載の超電導Ｃカプラ。
【請求項５】
　前記前面に第２の超電導材料の層を堆積させ、
　前記第２の超電導材料の前記層をマスキングおよびエッチングして、前記前面に前記超
電導パッドを形成した、
　請求項１に記載の超電導Ｃカプラ。
【請求項６】
　前記トレンチを形成する前に前記第２の超電導材料の前記層を堆積させ、
　前記第２の超電導材料の前記層が犠牲層によって保護された、
　請求項５に記載の超電導Ｃカプラ。
【請求項７】
　前記バイア層の前記延長部分が前記量子読出し回路要素に電気的に結合された、請求項
１に記載の超電導Ｃカプラ。
【請求項８】
　前記バイア層の前記延長部分が前記量子読出し回路要素に直接に電気的に結合された、
請求項１に記載の超電導Ｃカプラ。
【請求項９】
　前記バイア層の前記延長部分が前記後面の第２の超電導パッドに電気的に結合されてお
り、前記第２の超電導パッドが前記量子読出し回路要素に結合する、請求項１に記載の超
電導Ｃカプラ。
【請求項１０】
　前記量子読出し回路要素が回路の接地面を含み、前記Ｃカプラがさらに、前記回路に結
合する他のＣカプラの接地遮蔽として機能する、請求項１に記載の超電導Ｃカプラ。
【請求項１１】
　方法であって、
　基板の後面から、前記基板の前面の製造平面に対して実質的に直角に基板内に延び、前
記基板の厚さよりも浅い前記基板内の１つの深さまで達するトレンチを、容量結合デバイ
ス（超電導Ｃカプラ）内に形成すること、および
　前記トレンチの中に超電導材料をバイア層として堆積させること
　を含み、前記トレンチの中の前記バイア層の表面間の空間が前記後面からアクセス可能
なままであり、前記方法がさらに、
　前記前面に製造された量子論理回路要素と結合する超電導パッドを、前記前面に形成す
ること、および
　前記後面に製造された量子読出し回路要素に結合する前記バイア層の延長部分を、前記
後面に形成すること
　を含む方法。
【請求項１２】
　リソグラフィ構成要素を備える超電導体製造システムであって、超電導デバイスを製造
するように動作させたときに、前記超電導体製造システムが、
　基板の後面から、前記基板の前面の製造平面に対して実質的に直角に基板内に延び、前
記基板の厚さよりも浅い前記基板内の１つの深さまで達するトレンチを、容量結合デバイ
ス（超電導Ｃカプラ）内に形成すること、および
　前記トレンチの中に超電導材料をバイア層として堆積させること
　を含み、前記トレンチの中の前記バイア層の表面間の空間が前記後面からアクセス可能
なままであり、前記超電導体製造システムがさらに、
　前記前面に製造された量子論理回路要素と結合する超電導パッドを、前記前面に形成す
ること、および
　前記後面に製造された量子読出し回路要素に結合する前記バイア層の延長部分を、前記
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後面に形成すること
　を含む動作を実行する、超電導体製造システム。
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